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polysi 1 icon, LTPS)/| 



bb (low 

BB It & f'J 



4. 4* t If *J le. IS 3? 1* 4i f; 




tj & m n 




■ 




% 15 I 



- "*T ^ f; ' % tf) fif, ^ (conductive movable 
diaphragm); 

- JL ft # .( support er)«t ^ 4g, Mt ^ j£ _L » m HI 

3t tt m m * * > «. # it m m m m « * - & & ^ m # - 

(sealed cavity); 

- HJ £ *. ft.(electrode)«t ^ t* 1% JOt T * ^ « % * & 

^ Ji ; a a 

-> #j « * * it # a* 'm k .* si ^ & o 

11. t tf > #'J-J£ ® # 1 0* * *: i7 A *| 

» *. + .1Tffl fe> #.te (Al ) > Jfc (Ti ) * u (Pt) 

I* ^ ^ # f - 

I . ■ * ' - ^ . 

12. *u.f jf 'jfc n * 10^ ^ * + ^ « m 
» ' * t i£ ffi, JK A t£ Jl ^ # # * 4 - ft * 32 - 

13. ** f If '4 *J & B £ 12 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

3 • * t .tt A : * # * & ^ * ^ a ^ (polysi 1 icon) - 

■ " ■ 

i.4. *. t tf -f- BQ. % 13 ^ 4LtS,^ .f > ft £ ^ ^ ^ 

S t tt » « 4. & ^ * e. # * '.(doped)* & '> > 

• - . ■ ' 

15. *> t # # #J IS © £ 10* ^ 114 f f jgljj 



i6. t t#^jr&i I 10^ 

n ' it t^tn # ^ - ^ 




^ ^, ^ 



^7 ^ %»J 



17. in $ ft Jji *J ft ® g I *L & & ' & & & ft ' & £,J 
» » * * J* 'ik M « %r ft-*.* 3ft 39 * * jl . It^fjf 

*«fc^*-*a* A n m A It (low temperature 
polysilicon thin film transistor, LTPS TF T)4£ -W 



18, *> t * *J ft m % 1031 ^ .% % ft 

11 ' 1 t t£ m, & & m. % % - x & & & • ■ 



i jj & mi 



19. ■ *» t tt # ft:* 18^ f ^ ^ a ^ 

ft. * A> */*.*'A if (high temperature 

polysilicon thin film transistor, HTPS TFT)& 



20. > t ft m % 1 0^ ^ « .* i -f % it « W. 

S ' It tfc 4£ *j t « A"* *\- Ep #j « 4k (printed 
circuit board, PCB)_t > JL i% f.j fr ^ ^ __ ^ £p 

(flexible printed circuit board, FPC 



#1 € 5S- ft 
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(4. 5*) t 411 : « + » * * B 




(4. 5jr) t n n #4s n .• n * ««t s a * m s 




